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１．概要（Summary） 

省エネに向けて、高効率パワーデバイス素子開発が急

務となっている。Si に代わる新しいパワーデバイス用材料

として、SiCとGaNが用いられ、既にデバイスの市販化が

始まっている。パワーデバイス用材料には絶縁破壊電界

の大きい半導体が好まれる。Ga2O3は SiCやGaNよりも

絶縁破壊電界が高く、更なる高耐圧化が期待される。 

今回、産総研 NPF と筑波大学の共用設備を利用して、

デバイス要素技術であるエッチング方法を最適化し、高

耐圧メサ型ショットキーバリアダイオードの作製を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE） 

【実験方法】 

70-nm Niをハードマスクとして用い、塩素系 RIEによ

り Ga2O3 を 3 分間エッチングした。試料は、型 Ga2O3 

(010)基板である。エッチング条件として、ICP 出力とエッ

チングガス（Cl2, BCl3）を変えた。最適条件でエッチング

した試料を用いて、メサ型 SBDを作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各種条件でのGa2O3エッチング速度をFig. 1と 2に示

す。最大97 nm/minを達成した。また、Ga2O3-SBDでは、

耐圧 400 V、オン抵抗 0.9 mcm2を実現した（Fig. 3）。 

 

Fig. 1: Etching rate of Ga2O3 as function of (a) Cl2 

fraction in Cl2/BCl3 and (b)ICP power. 

 

Fig. 2: Bird’s eye-view SEM image of -Ga2O3 (010) 

substrates etched under various conditions. 

Fig. 3: J-V characteristics of Ni/n-type -Ga2O3 

(001) with mesa termination. 
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・新学術領域研究(JSPS)「陽電子消滅による結晶特異構

造のキャリア捕獲・散乱ダイナミックスの評価」 
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